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Obecng elektronike coraz czesciej okresla si¢ zartobliwym zwrotem ,,GaNifikacja”, poniewaz azotek
galu, a takze azotki aluminium i indu powoduja prawdziwa rewolucje¢ technologiczng. Najbardziej
obecne znane zastosowania azotkow to biate LEDy, a takze fioletowe diody laserowe uzywane w
nagrywarkach i odtwarzaczach BluRay. Ostatnio biate LEDy sa zastepowane (np., w samochodach
BMW i Audi) przez $wiatla laserowe majace wigkszy zasieg od LEDowych, a takze stwarzajace
mozliwo$¢ duzo szybciej komunikacji LiFi (transmisja danych przy uzyciu $wiatta) niz w przypadku
LEDo6w. Wielkim otwierajacym si¢ rynkiem beda projektory laserowe RGB (red, green, blue), w
ktorych emiterami $wiatta zielonego i niebieskiego sa i bedg lasery azotkowe, a czerwonego lasery na
bazie (AlGaln)(AsP). Oprocz wspaniatej rozdzielczosci barwnej projektory laserowe beda mogly
tworzy¢ obrazy trojwymiarowe bez konieczno$ci uzywania klopotliwych okularow. Sa to rynki
masowe, ktore opanujg wielkie koncerny. Polska szansg sg rynki niszowe- zegarow atomowych,
spektroskopii, sensoré6w masy, i wiele innych w medycynie, wojskowosci, badaniach naukowych.

Jednak potprzewodniki azotkowe sg bardzo trudne technologicznie. Glowny materiat, w ktoérym
nastepuje wytwarzanie $wiatla w LEDach i laserach to InGaN. Musi by¢ on wytwarzany w niskich
temperaturach, co skutkuje powstawaniem wielu defektow, a w szczeg6lnosci, ind nie jest roztozony
rownomiernie. Ta nichomogeniczno$¢ wplywa silnie na wlasnosci optyczne i dlatego kwestia ta jest
jedna z najwazniejszych w azotkowym przemysle optoelektronicznym.

Badania nad fluktuacjami indu w InGaN sa prowadzone w wielu laboratoriach, jednak tak naprawdg nie
ma dobrej metody na okreslanie mikrostruktury InGaNu. Metody optyczne dajg informacje posrednie,
a metody elektronomikroskopowe dotycza tylko bardzo matych preparatow. Najbardziej popularng
metodg charakteryzacji krystalicznych potprzewodnikow jest dyfrakcja rentgenowska. Niestety, dla
InGaNu (a takze innych silnie zdefektowanych krysztatlow) nie bylo do niedawna dobrej teotii
rozpraszania promieniowania rentgenowskiego, ktérej mozna byloby uzy¢ do analizy fluktuacji
koncentracji indu.

Teori¢ taka stworzyt Vaclav Holy z Uniwersytetu Karola w Pradze we wspotpracy z wnioskodawcami
Projektu. Jest to teoria zaawansowana matematycznie, ale i tak mogla by¢ stworzona przy wielu
uproszczeniach. Celem przedstawianego Projektu jest eksperymentalne stwierdzenie, jak uproszczenia
te sg istotne. Realizacja Projektu zaklada wyhodowanie wielu warstw InGaN metoda MOVPE
(metalorganic chemical vapour phase epitaxy) w r6znych warunkach temperatury, ciSnienia, przeptywu
reagentdw, przez co uzyskamy rozne rodzaje fluktuacji indu. Nastgpnie warstwy zostang
scharakteryzowane metodami optycznymi i eleketronomikroskopowymi, a takze przy uzyciu dyfrakcji
rentgenowskiej.

Wszystkie rezultaty badan zostang uzyte do stworzenia wzajemnie uzgodnionego modelu
mikrostruktury warstw InGaN. Powodzenie takiego podejscia da dwa rezultaty: i) stwierdzimy, na ile
teoria Holy’ego moze by¢ stosowana do analizy danych rentgenowskich, ii) otrzymamy wiele nowych
informacji o fluktuacjach indu w funkcji parametrow wzrostu InGaN.

Wyniki planowanych badan powinny by¢ uzyteczne nie tylko dla $rodowiska naukowcow i
technologdéw zajmujacych si¢ azotkami, ale takze dla tych zajmujacych si¢ innymi zdefektowanymi
materiatami.



